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O2 plasma를 이용한 Flexible ZnO nanogenerator 특성 향상 연구
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  ZnO nanowire를 기반으로 하는 nanogenerator는 미세한 움직임을 전기 에너지로 변환 시키는 압전 

에너지 하베스팅 기술로 기존 에너지 하베스터와 비교하여 사용환경의 제약이 적고, 소형화가 가능한 

장점으로 주목을 받고 있다. 특히 혈류, 심장박동, 호흡 등 인체 활동 에너지를 이용한 발전 소자 등

의 활용이 가능하여 활발한 연구가 진행되고 있다. 하지만, 최근 발표된 film like Vertical 구조의 

nanogenerator는 nanowire의 구조 취약성으로 인해 내구성이 좋지 못한 단점이 있다. 또한 ZnO nanowire
의 내부 O2 결함 및 표면 OH-기의 흡착에 의한 특성 저하가 나타난다. 본 연구에서는 nanogenerator
의 내구성을 향상시키기 위해 capping layer로 실리콘 계 유무기 하이브리드를 적용하여 코팅 물질 및 

코팅 방법을 최적화 하였으며 상부 전극을 CNT-Ag nanowire 소재로 대체하여 유연기판에 대응코자 

하였다. 또한 APP(Atmosphere Pressure Plasma)와 ICP(Inductively Coupled Plasma)장비를 사용하여 ZnO 
nanowire를 표면처리하였고, 각각의 플라즈마 표면처리의 영향에 대해 조사하였다. XPS를 통하여 OH-
기의 제거 유무를 확인하였으며, 소자의 발전 특성의 향상을 확인 하였다. 
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  The variation of chemical and interfacial state during the growth of Ta2O5 films on the Si substrate by 
atomic layer deposition (ALD) was investigated using in-situ synchrotron radiation photoemission 
spectroscopy. A newly synthesized liquid precursor Ta(NtBu)(dmamp)2Me was used as the metal precursor, 
with Ar as a purging gas and H2O as the oxidant source. The core-level spectra of Si 2p, Ta 4f, and O 
1s revealed that Ta suboxide and Si dioxide were formed at the initial stages of Ta2O5 growth. However, 
the Ta suboxide states almost disappeared as the ALD cycles progressed. Consequently, the Ta5+ state, 
which corresponds with the stoichiometric Ta2O5, only appeared after 4.0 cycles. Additionally, tantalum 
silicate was not detected at the interfacial states between Ta2O5 and Si. The measured valence band offset 
value between Ta2O5 and the Si substrate was 3.08 eV after 2.5 cycles.
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